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近年、半導体ガスセンサーのセンシング材料として、In、Ga、Zn からなる n 型の酸化物

半導体である a-IGZO が注目を集めている[1]。a-IGZO は、柔軟性に優れ、室温近傍での低

温成膜、低消費電力などといった特徴がある[2]。一般に、酸化物半導体を用いたガスセン

サは、広いガス濃度検知範囲を有し、高感度、長期間動作が可能であるが、室温での動作

が困難であり、ガスセンシング時の回復速度が遅いという課題がある。著者の一部はこれ

までに抵抗変化型酸化物半導体ガスセンサのギャップ長をナノギャップ化すると、ガスセ

ンサ特性が向上することを報告してきた[3]。本研究では、a-IGZO ナノギャップ水素ガスセ

ンサーを作製し、優れた応答・回復特性を得たので報告する。 

電子線リソグラフィ(EBL)により白金ナノギャップ電極を作製した。作製した Pt ギャッ

プ電極のギャップ長は 50  nmと 1 µm、電極幅は 50 µmである。RFスパッタリングにより、

膜厚 30 nm の IGZOを白金ナノギャップ上に成膜した。ギャップ長が 50 nm と 1 µmにおけ

る水素ガスセンシング特性をそれぞれ Fig. 1, Fig. 2 に示す（動作温度 300℃）。ギャップ長

50 nm のナノギャップガスセンサは、1 µm ギャップ長と比較して、応答・回復時間が早く、

感度が優れている。 

本研究は、文科省 MDX プロジェクト D2MatE (JPMXP1122683430)の支援により行われ

た。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

  

Fig. 1 Hydrogen sensing on 50 nm nanogap gas sensor.     Fig. 2 Hydrogen sensing on 1 µm gap gas 

sensor. 
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